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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)

【公表番号】特表2016-524793(P2016-524793A)
【公表日】平成28年8月18日(2016.8.18)
【年通号数】公開・登録公報2016-049
【出願番号】特願2016-515059(P2016-515059)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  37/317    (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  27/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/265    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   37/317    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｊ   27/02     　　　　
   Ｈ０１Ｊ   37/08     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/265    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   21/265    ６０３Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/265    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月8日(2017.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ素をイオン注入する方法であって、ケイ素ドーパント組成物をイオン化し、イオン
化したケイ素を作製することと、イオン化したケイ素と基材とを接触させ、基材の中にケ
イ素を注入することとを含み、ここで、ケイ素ドーパント組成物は、ケイ素ドーパントガ
スと、同種のガスおよび希釈ガスの少なくとも１つとを含み、ケイ素ドーパントガスは、
２８Ｓｉ、２９Ｓｉおよび３０Ｓｉのうち少なくとも１つにおいて天然存在度より同位体
が濃縮された、少なくとも１つのケイ素化合物を含み、ケイ素ドーパント組成物が、２９

Ｓｉが濃縮された四フッ化ケイ素を含むとき、この濃縮度は、５０原子％より高く、１０
０原子％までである、方法。
【請求項２】
　前記ケイ素ドーパント組成物が、四フッ化ケイ素（ＳｉＦ４）、シラン（ＳｉＨ４）、
ジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）、Ｃ１－Ｃ８アルキルシラン、フルオロシランおよびクロロシラ
ンからなる群から選択されるケイ素化合物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ケイ素化合物が、２８Ｓｉにおいて天然存在度より同位体が濃縮された、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記ケイ素化合物が、２８Ｓｉにおいて、９２．３原子％より大きく、１００原子％ま
での濃度範囲で同位体濃縮された四フッ化ケイ素を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ケイ素ドーパント組成物が、水素、クリプトンおよびキセノンからなる群から選択
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される希釈ガスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ドーパントガス組成物が、
　（ｉ）キセノンおよび水素を含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素；
　（ｉｉ）ジシランを含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素；および
　（ｉｉｉ）水素を含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素、からなる群から選択される
ガス組成物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ケイ素をイオン注入するためのドーパントガス組成物供給器であって、
　希釈ガスおよび同種のガスの少なくとも１つを含む補助ガスとの混合物の状態でケイ素
ドーパントガスを含むケイ素ドーパント組成物を含有し、ケイ素ドーパント組成物が、２

８Ｓｉ、２９Ｓｉおよび３０Ｓｉのうち少なくとも１つにおいて天然存在度より同位体が
濃縮された、少なくとも１つの気体状ケイ素化合物を含む、ガス貯蔵器および分注容器を
含み、ケイ素ドーパント組成物が、２９Ｓｉが濃縮された四フッ化ケイ素を含むとき、こ
の濃縮度は、５０原子％より高く、１００原子％までである、ドーパントガス組成物供給
器。
【請求項８】
　四フッ化ケイ素（ＳｉＦ４）、シラン（ＳｉＨ４）、ジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）、Ｃ１－
Ｃ８アルキルシラン、フルオロシランおよびクロロシランからなる群から選択されるケイ
素化合物を含む、請求項７に記載のドーパントガス組成物供給器。
【請求項９】
　前記補助ガスが、水素、クリプトンおよびキセノンからなる群から選択される希釈ガス
を含む、請求項７に記載のドーパントガス組成物供給器。
【請求項１０】
　前記ドーパントガス組成物が、
　（ｉ）キセノンおよび水素を含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素；
　（ｉｉ）ジシランを含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素；および
　（ｉｉｉ）水素を含む、同位体濃縮された四フッ化ケイ素、からなる群から選択される
ガス組成物を含む、請求項７に記載のドーパントガス組成物供給器。
【請求項１１】
　補助ガスと混合されたケイ素ドーパントガスを含む、ケイ素ドーパント組成物であって
、
　前記補助ガスは、同種のガスおよび希釈ガスの少なくとも１つを含み、
　前記ケイ素ドーパント組成物は、２８Ｓｉ、２９Ｓｉ、および３０Ｓｉのうち少なくと
も１つにおいて天然存在度より同位体が濃縮された、気体形態の少なくとも１つのケイ素
化合物を含み、ケイ素ドーパント組成物が、２９Ｓｉが濃縮された四フッ化ケイ素を含む
とき、この濃縮度は、５０原子％より高く、１００原子％までである、ケイ素ドーパント
組成物。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのケイ素化合物が、下記
(i)　濃度が９２．３％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、
もしくは９９．９％のうちの少なくとも１つよりも大きく、１００％までである２８Ｓｉ
、
(ii)　濃度が４．７％、５％、７％、１０％、１２％、１５％、２０％、２５％、３０％
、３５％、４０％、５０％、５１％、５２％、５３％、５４％、５５％、５６％、５７％
、５８％、５９％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、もしくは９９．９％のうちの少なくとも１つよりも大きく、１００％までであ
る２９Ｓｉ、または、
(iii)　濃度が３．１％、３．５％、４％、５％、７％、１０％、１２％、１５％、２０
％、２５％、３０％、３５％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５
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％、９６％、９７％、９８％、９９％、もしくは９９．９％のうちの少なくとも１つより
大きく、１００％までである３０Ｓｉのいずれかにおいて天然存在度より同位体が濃縮さ
れたものである、請求項１１に記載のケイ素ドーパント組成物。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのケイ素化合物が四フッ化ケイ素を含み、混合物中の四フッ化ケイ
素の濃度が、混合物の総体積に対して５体積％から９８体積％の範囲である、請求項１１
又は１２に記載のケイ素ドーパント組成物。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのケイ素化合物が四フッ化ケイ素を含み、混合物中の四フッ化ケイ
素の濃度が、混合物の総体積に対して６５体積％から９５体積％の範囲である、請求項１
１又は１２に記載のケイ素ドーパント組成物。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのケイ素化合物が四フッ化ケイ素を含み、混合物中の四フッ化ケイ
素の濃度が、混合物の総体積に対して８０体積％から９８体積％の範囲である、請求項１
１又は１２に記載のケイ素ドーパント組成物。
【請求項１６】
　混合物が、アルゴン、水素、フッ素、クリプトン、ネオン、ヘリウム、アンモニア、ア
ミン、水、ホスフィン、アルシン、ゲルマン、セレン化水素、硫化水素、窒素、酸素、一
酸化炭素、二フッ化キセノン、ジボラン、メタンおよびキセノンからなる群から選択され
る希釈ガスを含む、請求項１１又は１２に記載のケイ素ドーパント組成物。
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